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জেনার ডায াড 

জেনার ডায াড ( Zener Diode)  হয া একটি বিযেষ প্রকাযরর ডায াড যা সাধারণ ডায াযডর ময া  ব়িৎ প্রিাহযক শুধুমাত্র 

সম্মুখ বিযক প্রিাবহ  কযর না, এিা বিপরী  বিযকও প্রিাবহ  কযর যবি বিভিিা জেকডাউন জভাযেযের মাত্রা ছাব়িয  যা ; এই 

জভাযেেযক জেনার জভাযেে ি া হয  থাযক। এই যযের নাম রাখা হয যছ এই বিিুুব ক বিবেযযুর আবিষ্কারক ক্লাযরন্স 

জেনাযরর নাম অনুসাযর। 

জেনার ডায াড হয া এক ধরযনর উচ্চমাএার জডাবপিংকৃ  p-n োিংেন ডায াড, যা ফরও াডড এিিং বরভডাস উভ  িা াযস কাে 

কযর । জেনার ডায াড জিখয  ইিংযরজে েব্দ Z এর ম  । জেনার ডায াড V-I বিবেযু জরখার জেক ডাউন বরজেওযন কাে কযর 

। ফরও াডড জভাযেে জেনার ডায াড সাধারণ ডায াযডর ম  কাে কযর । 

 সাধারন ডায াযডর  ু না  জেনার ডায াযডর জেকডাউন ( িা জেনার ) জভাযেে অযনক কম হয  থাযক। এ জেকডাউন 

জভাযেে জডাবপিং ( িা বমবি  জভো  ) এর পবরমাযণর উপর বনভডর কযর। 

সাধারণ ডায াযডর জেযত্র বরভাস ড জেকডাউন জভাযেযের িরুন ডায াযড মাত্রাব বরক্ত বরভাস ড কাযরন্ট প্রিাবহ  হ  আর এটি 

নয হয  যা । বকন্তু জেনার ডায াযডর জেযত্র এটি নয না হয  বনবিডয জেনার কাযরন্ট প্রিাযহ সেম থাযক।ফয  প্রয াগকৃ  

জভাযেে যাই জহাক না জকন ডায াযডর অুাযনাড এিিং কুাযথাড প্রাযে সি সম  একটি বনবিডয  ( িা জরগুয যিড ) জভাযেে 

পাও া যা , যাযক জেনার জভাযেে িয । 

ইয কট্রবনক্স সাবকডযি জেনার ডায াড হয া এক ধরযনর বির ও অপবরি ডনী  বডবস জভাযেে সাপ্লাই ার। সাবকডযির ইনপুি 

জভাযেযের সামানু  ার মু থাকয ও আউিপুযি অপবরি ডনী , সি সম  একই জভাযেে পাও া যা । এই বির িা 

অপবরি ডনী  বডবস জভাযেে জক ইিংযরজেয  জেবি াইে বডবস িা জরগুয ির জভাযেে ি া হ । 

ফযরা াডড-িা াস জমাযড থাকাকা ীন জেনার ডায াড স্বাভাবিক ডায াযডর ময াই কাে কযর আর 0.3 এিিং 0.7 V এর মধুা 

ডায াড সুুইচ অন হ ।  যি, বরভাস ড িা াস জমাযড সিংযুক্ত থাকাকা ীন এরমধু বিয  সামানু ব যকে কাযরন্ট প্রিাবহ  হয  

পাযর। বরভাস ড িা াবসিং জভাযেে ধীযর ধীযরিৃজি করয  থাকয  পূি ডবনধ ডাবর  জেকডাউন জভাযেে (VZ)-এ িা়িার সাযথ সাযথ 

একটি কাযরন্ট ডায াযডর মধু বিয  প্রিাবহ  হয  শুরু কযর। কাযরন্ট জিয়ি সি ডাবধক মাযন জপৌছা  (যা বসবরযে থাকা 

জরজেেুান্স দ্বারা বনধ ডাবর  হ ), ফয   জেনার ডায াড এর আ়িাআব়িয   একটি জরগুয যিড জভাযেে পাও া যা I 

                                        

কার্ য পদ্ধতি 

একটি প্রথাগ  সব ড জেি ডায াড যা এিা যবি বিপরী  জ া োঁযক হয  থাযক  যি এর জেক ডাউন জভাযেযের বনযচ  ব়িৎ 

প্রিাবহ  হয  জি  না। যখন বিপরী  জ া োঁযক জেক ডাউন জভাযেে অব ক্রাে হ   খন প্রথাগ  ডায াযড অবধক পবরমাযণ 

বিিুুৎ প্রিাবহ  হ । ফয  ডায াডিা বচর যর ধ্বিংস হয  যাযি যবি না এই বিিুুৎ প্রিাহ ঐ ি ডনীর মাধুযম বন বে  হ । আিার 

সম্মুখ জ া োঁযক জিবে পবরমাযণ  ব়িৎ প্রিাযহর ফয  ঐ ডায াযডর সিংযযাযগর স্ব িংক্রী  বিভি এিিং অেগ ড  জরাযধর কারযণ 

বকছু মাত্রা  বিভি প ন হ । জয পবরমাযণ বিভযির প ন হ   া িুিহৃ  অধ ডপবরিাহীর উপািান এিিং জডাবপিং-এর ঘনযের 

ওপর বনভডর কযরI 

একটি জেনার ডায াড প্রা  একই ধরযনর ধম ড প্রিে ডন কযর,  যি এয  খুিই কম জেকডাউন জভাযেে থাযক যাযক আিার 

জেনার জভাযেেও ি া হয  থাযক। একিা সাধারণ প্রথাগ  ডায াযডর বিপরীয  একটি বিপরী  জ া োঁযক থাকা জেনার ডায াড 

একিা বন বে  জেকডাউন প্রিে ডন কযর এিিং বিিুুৎযক জেনার ডায াযড জেনার জভাযেে িো  রাখয  সাহাযু কযর। 

উিাহরণ স্বরূপঃ যবি একিা জেনার ডায াযডর জেকডাউন জভাযেে ৩.২ V হ ,  যি  ার বিভযির প ন হযি ৩.২ V। এমনবক 

যবি এয  বিপরী  জ া োঁক প্রয াগ করা হ  যা  ার জেনার জভাযেযের জচয ও জিেী। জেনার ডায াড  াই জরফাযরন্স জভাযেে 

ব বর করার েনু একিা আিে ড জেবনস জযমন একিা অুাম্পব ফা াযরর পয ডায র েনু িা একিা জভাযেে েুাবি াইোর 

কম মাত্রা  প্রয াযগর েনু। জেনার ডায াযডর কম ড েম া আিার এিার বপ-এন সিংযযাযগর জডাবপিং-এর ওপরও বনভডর কযর 

যা বপ িাইযপর পিাযথ ডর ভুায ন্স িুান্ড জথযক ইয কট্রনযক এন-িাইপ পিাযথ ডর পবরিাহী িুাযন্ড বনয  আসযি। সহুসীমা 

০.০৫%-এর ডায াড সহে ভু,  যি জিেী মাত্রা  িুিহৃ  সহুসীমা হয া ৫% জথযক ১০%। জেনার ডায াযডর জেকডাউন 

জভাযেে আিার ১ .২ V জথযক ২০০ V পয ডে হয  থাযক। আযরকিা প্রজক্র া জথযক একই ধরযনর প্রব জক্র া পাও া  া হয া 

আভুায যে প্রভাি যা আভুায যে ডায াযড থাযক।আসয  একই ভাযি ২ ধরযনর ডায াড প্রস্তু  করা হ  এিিং এ ধরযনর 



ডায াযড উভ  প্রভািই ি ডমান থাযক। বসব কন ডায াড যার বিভি প্রা  ৫.৬ জভাে, এয  জেনার প্রভাি খুি ভায া ভাযিই 

থাযক এিিং একিা ঋণাত্নক  াপমাত্রা সহগ বনযিডে কযর। ৫.৬ জভাযের ওপযর আভুায যে প্রভাি জিবে মাত্রা  থাযক এিিং 

একিা ধনাত্নক  াপমাত্রা সহগ বনযিডে কযর। একিা ৫.৬ জভাযের ডায াযড এই ২টি প্রভািই বিিুমান থাযক এিিং  াযির 

 াপমাত্রা সহগ এযক অপরযক িাব   কযর জি ।  াই ৫.৬ জভাযের ডায াড  াপমাত্রা সিংক্রাে প্রয াযগ জিেী 

পছন্দনী ।আধুবনক প্রস্তু  প্রজক্র ার মাধুযম এমন বডভাইস ব বর করা যা  যার বিভি থাযক ৫.৬ V সাযথ খুি কম  াপমাত্রা 

সহগ। বকন্তু উভ  বিভযির যযে  াপমাত্রা সহগ জিবে থাযক। 

জেনার ইযেক্ট বা জেনার জি া তক ? 

জেনার ডায াযড বরভডাস িা াস ক্রমে িৃজি করয  থাকয  একটি বিযেষ জভাযেযে কাযরন্ট প্রিাহ মাএা হঠাৎ খিু জিবে িৃজি 

পাও ার প্রজক্র াযক জেনার জক্র া িা জেনার ইযফক্ট িয  । 

জেনার ডায াড জেক ডাউন হযে কী হ  : 

জেনার ডায াযডর জেক ডাউন হয  িুাক জরজেেুান্স েূনু মাযন জনযম আযস, বরভাস ড কাযরন্ট অব  দ্র ু জিয়ি যা  । জেনার 

ডায াযডর প্রােসমূযহর জভাযেে ড্রপ প্রা  বির থাযক । 

জেনার ডায াযডর বযবহার: 

•  বডবস জভাযেে েুাবি াইোর এিিং জরগুয েন করার েনু । 

•  এবস জভাযেযের অুামবপ্লবচউড সীমািদ্বকরণ । 

•  অুানা গ সাবকিডস । 

•  পাও ার সাবকিডস এিিং ইনভািডার সাবকযিড । 

•  বরভাস ড জভাযেে কযরা  সাবকযিড । 

•  জেনার ডায াড বক্লপার সাবকযিড । 

•  বক্লপার ক্লুাম্পার এিিং প্রযিক্টর সাবকযিড জেনার ডায াড িুিহার করা হ  । 

 

জেনার ডায াড এবং সাধারণ ডায াযডর মযধয পার্ যকযসমূহ: 

সাধারণ ডায াড                                                                                                                    জেনার ডায াড 

১/এিার সুবনবিয ড জেক ডাউন জভাযেে নাই ।  ১/এিার সুবনবিয ড জেক ডাউন জভাযেে আযছ । 

২/জেক ডাউন জভাযেযের পর ডায াড নয হয  যা ।                                                        ২/জেক ডাউন জভাযেযের পর ডায াড নয হ                                                        

না । 

৩/জডাবপিং এর মান কম । ৩/জডাবপিং এর মান জিবে । 

৪/ এর প্র ীক 

 

                                                                                

৪/ এর প্র ীক 

 

                                                                                                         
৫/এটি ফরও াডড িা াযস কাে কযর ।                                  ৫/এটি বরভাস ড িা াযস কাে কযর । 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

What is zener diode? 

A zener diode is a special type of device designed to operate in the zener breakdown region. 

Zener diodes acts like normal p-n junction diodes under forward biased condition. When 

forward biased voltage is applied to the zener diode it allows large amount of electric current 

and blocks only a small amount of electric current. 

                                                              

Zener diode is heavily doped than the normal p-n junction diode. Hence, it has very thin 

depletion region. Therefore, zener diodes allow more electric current than the normal p-n 

junction diodes. 

Zener diode allows electric current in forward direction like a normal diode but also allows 

electric current in the reverse direction if the applied reverse voltage is greater than the zener 

voltage. Zener diode is always connected in reverse direction because it is specifically designed 

to work in reverse direction. 

 

Working Principle of Zener Diode: 

When a PN junction diode is reverse biased, the depletion layer becomes wider. If this reverse 

biased voltage across the diode is increased continually, the depletion layer becomes more and 

more wider. At the same time, there will be a constant reverse saturation current due to minority 

carriers. 

 

After certain reverse voltage across the junction, the minority carriers get sufficient kinetic 

energy due to the strong electric field. Free electrons with sufficient kinetic energy collide with 

stationary ions of the depletion layer and knock out more free electrons. These newly created 

free electrons also get sufficient kinetic energy due to the same electric field, and they create 

more free electrons by collision cumulatively. Due to this commutative phenomenon, very 

soon, huge free electrons get created in the depletion layer, and the entire diode will become 

conductive. This type of breakdown of the depletion layer is known as avalanche breakdown, 

but this breakdown is not quite sharp. There is another type of breakdown in depletion layer 

which is sharper compared to avalanche breakdown, and this is called Zener breakdown. When 

a PN junction is diode is highly doped, the concentration of impurity atoms will be high in the 

crystal. This higher concentration of impurity atoms causes the higher concentration of ions in 

the depletion layer hence for same applied reverse biased voltage, the width of the depletion 

layer becomes thinner than that in a normally doped diode. 



Due to this thinner depletion layer, voltage gradient or electric field strength across the 

depletion layer is quite high. If the reverse voltage is continued to increase, after a certain 

applied voltage, the electrons from the covalent bonds within the depletion region come out 

and make the depletion region conductive. This breakdown is called Zener breakdown. The 

voltage at which this breakdown occurs is called Zener voltage. If the applied reverse voltage 

across the diode is more than Zener voltage, the diode provides a conductive path to the current 

through it hence, there is no chance of further avalanche breakdown in it. Theoretically, Zener 

breakdown occurs at a lower voltage level then avalanche breakdown in a diode, especially 

doped for Zener breakdown. The Zener breakdown is much sharper than avalanche breakdown. 

The Zener voltage of the diode gets adjusted during manufacturing with the help of required 

and proper doping. When a zener diode is connected across a voltage source, and the source 

voltage is more than Zener voltage, the voltage across a Zener diode remain fixed irrespective 

of the source voltage. Although at that condition current through the diode can be of any value 

depending on the load connected with the diode. That is why we use a Zener diode mainly for 

controlling voltage in different circuits. 

 

Breakdown in zener diode: 

There are two types of reverse breakdown regions in a zener diode: avalanche breakdown and 

zener breakdown. 

Avalanche breakdown: 

 

The avalanche breakdown occurs in both normal diodes and zener diodes at high reverse 

voltage. When high reverse voltage is applied to the p-n junction diode, the free electrons 

(minority carriers) gains large amount of energy and accelerated to greater velocities. 

                                                

The free electrons moving at high speed will collides with the atoms and knock off more 

electrons. These electrons are again accelerated and collide with other atoms. Because of this 

continuous collision with the atoms, a large number of free electrons are generated. As a result, 

electric current in the diode increases rapidly. This sudden increase in electric current may 

permanently destroys the normal diode. However, avalanche diodes may not be destroyed 

because they are carefully designed to operate in avalanche breakdown region. Avalanche 

breakdown occurs in zener diodes with zener voltage (Vz) greater than 6V. 

 



 

 

Zener breakdown: 

 

The zener breakdown occurs in heavily doped p-n junction diodes because of their narrow 

depletion region. When reverse biased voltage applied to the diode is increased, the narrow 

depletion region generates strong electric field. 

                                              
When reverse biased voltage applied to the diode reaches close to zener voltage, the electric 

field in the depletion region is strong enough to pull electrons from their valence band. The 

valence electrons which gains sufficient energy from the strong electric field of depletion 

region will breaks bonding with the parent atom. The valance electrons which break bonding 

with parent atom will become free electrons. These free electrons carry electric current from 

one place to another place. At zener breakdown region, a small increase in voltage will rapidly 

increases the electric current. 

Zener breakdown occurs at low reverse voltage whereas avalanche breakdown occurs at high 

reverse voltage. Zener breakdown occurs in zener diodes because they have very thin depletion 

region. Breakdown region is the normal operating region for a zener diode. Zener breakdown 

occurs in zener diodes with zener voltage (Vz) less than 6V. 

 

What is Zener Breakdown? 

 

When the diode is reverse biased, the kinetic energy of the electrons increase and they move at 

a high velocity. The high-velocity electrons collide with other atoms and give rise to free 

electrons. These free electrons, in turn, give rise to a high value of reverse saturation current. 

This is known as Zener breakdown. 

What is Avalanche Breakdown? 

The avalanche breakdown occurs when a high reverse voltage is applied across the diode. As 

we increase the applied reverse voltage, the electric field across the junction increases. This 

electric field exerts a force on the electrons at the junction and frees them from covalent bonds. 

These free electrons start moving with high velocity across the junction and collide with the 

other atoms, thus creating more free electrons. This results in the rapid increase in net current. 

Both these breakdowns occur in Zener diodes. 



Zener Breakdown vs Avalanche Breakdown: 

The main difference between Zener breakdown and avalanche breakdown is their mechanism 

of occurrence. Zener breakdown occurs because of the high electric field whereas, the 

avalanche breakdown occurs because of the collision of free electrons with atoms. Both these 

breakdowns can occur simultaneously. Let us look at the other differences between them in the 

below table. 

Zener Breakdown Avalanche Breakdown 

The process in which the electrons move 

across the barrier from the valence band of p-

type material to the conduction band of n-type 

material is known as Zener breakdown. 

The process of applying high voltage and 

increasing the free electrons or electric 

current in semiconductors and insulating 

materials is called an avalanche breakdown. 

This is observed in Zener diodes having a 

Zener breakdown voltage Vz of 5 to 8 volts. 

This is observed in Zener diode having a 

Zener breakdown voltage Vz greater than 8 

volts. 

The valence electrons are pulled into 

conduction due to the high electric field in the 

narrow depletion region. 

The valence electrons are pushed to 

conduction due to the energy imparted by 

accelerated electrons, which gain their 

velocity due to their collision with other 

atoms. 

The increase in temperature decreases the 

breakdown voltage. 

The increase in temperature increases the 

breakdown voltage. 

The VI characteristics of a Zener breakdown 

has a sharp curve. 

The VI characteristic curve of the avalanche 

breakdown is not as sharp as the Zener 

breakdown. 

It occurs in diodes that are highly doped. It occurs in diodes that are lightly doped. 

Zener Diode I-V Characteristics: 

The VI characteristics of a zener diode is shown in the below figure. When forward biased 

voltage is applied to the zener diode, it works like a normal diode. However, when reverse 

biased voltage is applied to the zener diode, it works in different manner. 



                           

The Zener Diode is used in its “reverse bias” or reverse breakdown mode, i.e. the diodes anode 

connects to the negative supply. From the I-V characteristics curve above, we can see that the 

zener diode has a region in its reverse bias characteristics of almost a constant negative voltage 

regardless of the value of the current flowing through the diode.When reverse biased voltage 

is applied to a zener diode, it allows only a small amount of leakage current until the voltage is 

less than zener voltage.  

When reverse biased voltage applied to the zener diode reaches zener voltage, it starts allowing 

large amount of electric current. At this point, a small increase in reverse voltage will rapidly 

increases the electric current. Because of this sudden rise in electric current, breakdown occurs 

called zener breakdown. However, zener diode exhibits a controlled breakdown that does 

damage the device. 

This voltage remains almost constant even with large changes in current providing the zener 

diodes current remains between the breakdown current IZ (min) and its maximum current rating 

IZ (max). 

The zener breakdown voltage of the zener diode is depends on the amount of doping applied. 

If the diode is heavily doped, zener breakdown occurs at low reverse voltages. On the other 

hand, if the diode is lightly doped, the zener breakdown occurs at high reverse voltages. Zener 

diodes are available with zener voltages in the range of 1.8V to 400V. 

This ability of the zener diode to control itself can be used to great effect to regulate or stabilise 

a voltage source against supply or load variations. The fact that the voltage across the diode in 

the breakdown region is almost constant turns out to be an important characteristic of the zener 

diode as it can be used in the simplest types of voltage regulator applications. 

 

The function of a voltage regulator is to provide a constant output voltage to a load connected 

in parallel with it in spite of the ripples in the supply voltage or variations in the load current. 

A zener diode will continue to regulate its voltage until the diodes holding current falls below 

the minimum IZ (min) value in the reverse breakdown region. 

 



What is a Voltage Regulator? 

A voltage regulator is a device that regulates the voltage level. It essentially steps down the 

input voltage to the desired level and keeps it in that same level during the supply. This ensures 

that even when a load is applied the voltage doesn’t drop. The voltage regulator is used for two 

main reasons and they are: 

• To vary or regulate the output voltage. 

• To keep the output voltage constant at the desired value in spite of variations in the 

supply voltage. 

Voltage regulators are used in computers, power generators, alternators to control the output 

of the plant. 

Zener Diode as a voltage Regulator: 

                         

Resistor, RS is connected in series with the zener diode to limit the current flow through the 

diode with the voltage source, VS being connected across the combination. The stabilised 

output voltage Vout is taken from across the zener diode. 

The zener diode is connected with its cathode terminal connected to the positive rail of the DC 

supply so it is reverse biased and will be operating in its breakdown condition. Resistor RS is 

selected so to limit the maximum current flowing in the circuit. 

With no load connected to the circuit, the load current will be zero, (IL = 0), and all the circuit 

current passes through the zener diode which in turn dissipates its maximum power. Also a 

small value of the series resistor RS will result in a greater diode current when the load 

resistance RL is connected and large as this will increase the power dissipation requirement of 

the diode so care must be taken when selecting the appropriate value of series resistance so that 

the zener’s maximum power rating is not exceeded under this no-load or high-impedance 

condition. 

The load is connected in parallel with the zener diode, so the voltage across RL is always the 

same as the zener voltage, (VR = VZ). There is a minimum zener current for which the 

stabilisation of the voltage is effective and the zener current must stay above this value 

operating under load within its breakdown region at all times. The upper limit of current is of 

course dependant upon the power rating of the device. The supply voltage VS must be greater 

than VZ . 



One small problem with zener diode stabiliser circuits is that the diode can sometimes generate 

electrical noise on top of the DC supply as it tries to stabilise the voltage. Normally this is not 

a problem for most applications but the addition of a large value decoupling capacitor across 

the zener’s output may be required to give additional smoothing. 

Then to summarise a little. A zener diode is always operated in its reverse biased condition. As 

such a simple voltage regulator circuit can be designed using a zener diode to maintain a 

constant DC output voltage across the load in spite of variations in the input voltage or changes 

in the load current. 

The zener voltage regulator consists of a current limiting resistor RS connected in series with 

the input voltage VS with the zener diode connected in parallel with the load RL in this reverse 

biased condition. The stabilised output voltage is always selected to be the same as the 

breakdown voltage VZ of the diode. 

Advantages of zener diode: 

• Power dissipation capacity is very high 

• High accuracy 

• Small size 

• Low cost 

Applications of zener diode: 

• It is normally used as voltage reference 

• Zener diodes are used in voltage stabilizers or shunt regulators. 

• Zener diodes are used in switching operations 

• Zener diodes are used in clipping and clamping circuits. 

Key Differences Between Diode and Zener Diode 

• The direction of the current that the device allows creates a major difference between 

diode and zener diode. The diode conducts uni–directionally while the zener diode 

conducts bi–directionally in forward biased as well as in reverse biased. 

• The doping characteristics of diode and zener diode are also different from each other. 

The zener diode is sharply doped while the conventional diode is moderately doped. 

• The breakdown voltage in case of zener diode is sharp. But in normal PN junction 

diodes, the breakdown voltage is comparatively high. 

• A conventional diode cannot operate in reversed biased mode while the Zener diode 

can operate in reversed biased mode too. 

• The Zener diode is generally used as a voltage regulator while the conventional diodes 

are used in the rectifier, clipper, clamper etc. 

 

 

 

 



 

আযোক তনিঃসারী ডায াড (LED): 

এ ইবড প্রকৃ পযে একটি সম্মুখ জ া োঁক বিবেয P-N োিংেন ডায াড। এটি GaAs(গ্যাতে াম-আযস যনাইড), 

GaP(গ্যাতে াম েসোইড) প্রভৃব  অধ ডপবরিাহী জযৌগ দ্বারা প্রস্তু  করা হ  যায   াযির জিবেরভাগ েজক্ত আয া বহযসযি 

বনগ ড  হ । এই আয ার িণ ড িুিহৃ  িস্তুর উপািাযনর উপর বনভডর কযর।একটি P-N োিংেন জোবষ  আয া েজক্তর রূপাের 

করয  পাযর  ার সমানুপাব ক বিিুুৎপ্রিাহ মযধুযম (অথ ডাৎ বিিুুব ক েজক্তর প্রয াযগ এটি আয া বনগ ড  কযর)। এই 

ঘিনাটি সাধারণ  একটি বিিুুব ক জেযত্রর প্রভাি অধীন একটি অধ ডপবরিাহী জথযক আয ার প্রকার বহযসযি সিংজ্ঞাব   

করা জযয  পাযর, যাযক Electro luminescence(ববদ্যযতিক প্রযেপন) ি া হ  l 

   LED কাযক বযে? 

 
LED পূণ ড নাম হয া  াইি ইবমটিিং ডায াড। এটি একটি বিযেষ ধরযনর বডভাইস যার মধু বিয  কাযরন্ট প্রিাবহ  হয  

আয া বনগ ড  হ । এটি মূ   ফরও াডড িা াযস কাে কাযর থাযক। 
 

এই ধরযণর ডায াড ফরও াডড িা াযস জরযখ প্রয ােনী  জভাযেে প্রধান করয ই কাে কযর থাযক। এর মধু বিয  

জভাযেযের মান িা়িায  আয ার  ীে া জিয়ি যা  বকন্তু  াই িয  জিবে জভাযেে িা়িাযনা যাযি না। এয  কযর এটি 

গরম হয  নয হয  যাযি। 

 

এই ধরযণর ডায াড মূ   ১ জথযক ২.৫ জভাযে কাে কযর থাযক।  াইি ইবমটিিং ডায াড জথযক বিবভন্ন ধরযণর আয া 

পাও া যা ঃ  া , হ ুি, সিুে ই ুাবি। এগুয া িাযম অযনক সস্তা এিিং সহযেই পাও া যা । ইয কট্রবনক্স সাবকডযি এর 

িুিহার িুাপক। 

LED প্রিীক: 

                       

      LED গ্ঠন: 

এ  ই বড িা  াইি ইবমটিিং ডায াযডর িুইটি পা থাযক। এর একটি হয া এযনাড িা পজেটিভ এিিং অপরটি হয া কুাযথাড িা 

জনযগটিভ। এর এযনাড প্রাে িা পযেটিভ প্রাযের পা টি অপর প্রাে হয   ম্বা  ি়ি হয  থাযক। 

এটি বিযেষ ধরযণর জসবমকন্ডাক্টর বডভাইস দ্বারা ব বর হয  থাযক জযমনঃ গুাব  াম, ফসফরাস, আযস ডবনক ই ুাবির ব বর।  

                                                                                              

LED প্রধান অিংে মূ   একটি জসবমকন্ডাক্টর বচপ। এটি বপ এন োিংেনযক মূ   ধারণ কযর থাযক। বচযত্র জিখাযনা হয যছ 

এনবভ  জযখাযন এই বচপটিযক িসাযনা হ । এই চীপটিযক একটি ধা ি বনবম ড  জেযমর উপর িসাযনা হ  যাযক এনবভ  

ি া হ । এনবভয র উপযরর বিযক জযখাযন জসবমকন্ডাকির চীপটিযক িসাযনা হয যছ  ার চার পাযে জগা াকৃব  

বরযেকটিভ কুবভটি সৃটয করা হ  যায  আয াযকর বিচু্ছরণ প্রব ফ যনর মাধুযম জমািামুটি একমুখী করা যা । একটি সুে 

ধা ি  ার দ্বারা জসবমকন্ডাকির চীযপর বপ-িাইপ জমিা  কন্টাক্ট পয ন্ট এিিংযপাযের মায  বিিূু ব ক সিংযযাগ িাপন করা 

হ  জযন এযনাযড প্রযুক্ত জভাযেে ডায াযডর বপ-িাইপ জসবমকন্ডাকিযর প্রয াগ হয  পাযর। 

অপরবিযক এন-িাইপ পার্শ্ ড হয  জমিা  কন্টাযক্টর মাধুযম এনবভয র সাযথ অেঃসিংযযাগ িাপন করা হ  যায  কুযথাযড 

প্রযুক্ত জভাযেে এন-িাইপ জসবমকন্ডাকিযর প্রয াগ হয  পাযর। এিার পুযরা িুিিাটিযক একটি স্বচ্ছ, েক্তপ্লাবেক বনবম ড  



আিরযণর মযধু ধারণ করা হ , এরপর এনবভ যক সম্প্রসারণ কযর একটি িাবম ডনা  জির করা হ  যাযক িয  কুযথাড এিিং 

জপােযক সম্প্রসারণ কযর একটি িাবম ডনা  জির করা হ  যাযক িয  এযনাড। জগা াকার এ ইবড’র সনু্মখ প্রাযে প্লাবেক 

িবডর সাযথই এযপাজক্স জ ন্স সৃটয করা হ  যায  বিচু্ছবর  আয াক আযরা ঘনীভূ  কযর জিখা যা । 

এেইতড’র মূে জমকাতনেম জসতমকন্ডাকটর চীযপর গ্ঠন তক রকম? 

 এ ইবডয  একটি সুে জসবমকন্ডাকির চীপ থাযক যা মূ  ঃ একটি বপ-এন োিংেন ডায াড। সািযেি স্তযরর উপর একটি 

এন-িাইপ পিাযথ ডর স্তর সৃটয করা হ  এিিং উক্ত এন-িাইপ জ  াযরর উপর বডবফউেন প্রকৃ া  একটি বপ-িাইপ পিাযথ ডর 

স্তর সৃটয করা হ । ফয বপ-িাইপ এিিং এন-িাইপ জসবমকন্ডাকিযরর মযধু একটি বপ-এন োিংেন সৃটয হ । এিার 

সািযেযির মধু বিয  এন-িাইপ হয  একটি জমিা  কন্টাক্ট এিিং বপ-িাইপ হয  অনুরূপ জমিা  কন্টাযক্টর (যা সাধারণ ঃ 

এ ুবমবন াম বনবম ড ) মাধুযম কাযনকেন জির কযর আনা হ । এন-িাইপ মুযিবর ায র সাযথ সিংযুক্ত িাবম ডনা যক ি া হ  

কুযথাড এিিং বপ-িাইপ মুযিবর ায র সাযথ সিংযুক্ত িাবম ডনা যক ি া হ  এযনাড। বপ-িাইপ স্তরটি আকাযর জছাি হয  এন 

িাইপ জ  াযরর িবধ ড ািংযের উপর একটি SO2 এর স্তর সৃটয করা হ  যায   া এন-িাইপ মুযিবর া  ও জমিা  কন্টাযক্টর 

মযধু ইনসুয ির বহসাযি কাে করয  পাযর। জমিা  কন্টাক্টযক বপ-িাইপ মুাযিবর ায র মা ামাজ য  না  াবগয  ধার জঘোঁযষ 

িা পাযর্শ্ ড  াবগয  মা খাযন উনু্মক্ত রাখা হ  যায  আয াক বিবকরণ িাধাহীনভাযি খিু সহযে িাবহযর ছব়িয  প়িয  পাযর। 

      LED কার্ যপ্রণােী: 

এ ইবড’র কায ডপ্রণা ী িু ার আযগ নী স জিাযরর পারমানবিক মযডয র একটি স্বীকায ড ভা ভাযি িুয  বনই। জিাযরর 

পারমানবিক মযডয র একটি স্বীকায ডহয া – “জকান ইয কট্রন িবহি উৎস হয  েজক্ত অেডন করয  ইয কট্রনটি পরিব ড 

িবহি কেপযথ চয  যা  এিিং এই অিিা একটি েণিা ী অিিা ইয কট্রনটি খুি েীঘ্রই পূযি ডর কযে বফযর আসযি এিিং 

আসার সম   ার অজেড  েজক্ত বিবকরণ করযি”। 

এই বিবকবর  এনাজেডর রূপ পিাযথ ডর অিিা জভযি বিবভন্ন রকম হ । জযমন Siএিিং Ge োিংেযনর জেযত্র অবধকািংে এনাজেড 

 াপ আকাযর বিবকবর  হ  এিিং খুি কম পবরমান এনাজেড জফািন আকাযর বিবকবর  হ । এই বিবকবর   াযপর পবরমানও 

খুি কম থাযক একারযণ আমার ি ুয  পাবরনা। 

আমরা গঠন জথযক জেযনবছ LED মূ   ফরও াডড িা াযস কাে কযর থাযক। বপ িাইপ জসবমকন্ডাক্টযরর জমেবরটি জকবর ার 

জহা  এিিং এন িাইযপ জমেবরটি জকবর ার ইয কট্রন থাযক। 

                                             

যখন  াইি ইবমটিিং ডায াড জক ফরও াডড িা াস প্রধান কর হ   খন এন িাইপ জসবমকন্ডাক্টযরর বে ইয কট্রন সমূহ বডবস 

জসাস ড হয  বিিুুব ক েজক্ত  াভ কযর এিিং  া িুায ন্স িুান্ড জথযক কন্ডাকেন িুাযন্ড িানােবর  হ  এিিং বিিুুব ক চাযপর 

প্রভাযি োিংেযনর মধু বিয  প্রিাবহ  হয  বপ িাইযপ যা । 

বপ িাইযপ জমেবরটি জকবর াযরর জহা  সমূহ ভুায ন্স িুাযন্ড অিিান কযর থাযক। আগ  ইয কট্রন সমূহ কন্ডাকেন িুান্ড 

হয  ভুায ন্স িুাযন্ড যা  এিিং জহা  সমূযহর সাযথ বমব   হ । 

এর ফয  ইয কট্রন জহা  বরকবম্বযনেন ঘযি এিিং একই সাযথ বমব   হিার সম  ইয কট্রনসমূহ  াযির অজেড  েজক্তযক 

জফািন আকাযর বিবকরণ কযর থাযক। এভাযি মূ   বপ-এন োিংেন একটি আয াক উৎযস পবরণ  হয  থাযক। 

তবতকতরি আযোক বযণ যর তিন্নিার কারনিঃ 



                                             

এই বিষ টি িু ার আযগ আমাযির িুান্ডগুাপ এনাজেড সম্পযকড োনয  হযি। িুান্ডগুাপ ি য  িু াযনা হ  পরপর িুটি 

েজক্তস্তযরর মধুি ী িরূে জযখাযন জকান ইয কট্রন অিিান করয  পাযরনা। সাধারণ ঃ জসবমকন্ডাকিযরর জেযত্র িুান্ডগুাপ 

ি য  ভুায ন্স িুাযন্ডর সযিাচ্চড সীমা এিিং কন্ডাকেন িুাযন্ডর সি ডবনম্ন সীমার মধুি ী েজক্ত পাথ ডকুযক িু াযনা হ । এই 

েজক্ত পাথ ডকু িা এনাজেডগুাপ িা িুান্ডগুাপ বিবভন্ন পিাযথ ডর জেযত্র বিবভন্ন রকম হ  এিিং ইহাযক ইয কট্রন জভাে (eV) 

একযকর মাধুযম প্রকাে করা হ ।  

প্রকারযিদ্িঃ 

আকৃব  অনুসাযর এ ইবড বিবভন্ন রকম হয  পাযর জযমনঃ জগা াকৃব , চুাপ্টা ই ুাবি। আিার িযণ ডর বিক বিয  বিবভন্ন রকম 

হয  পাযর জযমন  া , হ ুি সিুে, নী , সািা ই ুাবি। এছা়িা িৃেুমান এিিং ইনোযরড (অিৃেু) আয াক উভ  ধরযনর 

এ ইবড রয যছ। 

   LED সাতকযযট প্রয াগ্: 

 াইি ইবমটিিং ডায াড সাবকডযি  াগাযনার সম  এর পযেটিভ প্রাে সাবকডযির পযেটিভ প্রাযের সাযথ এিিং জনযগটিভ প্রাে 

সাবকডযির জনযগটিভ িা গ্রাউন্ড প্রাযের সাযথ সিংযুক্ত বিয  হযি।  যি হুা, এর সাযথ জরজেের  াবগয  বনয  হযি। 

এ ইবড’র জগা কৃব  জিযহর এক পাযর্শ্ ড োি স্পি জি া থাযক, এই োি স্পযির বনকিি ী িাবম ডনা যক কুাযথাড িা জনযগটিভ 

িাবম ডনা  িয  এিিং অপরটি পযেটিভ িাবম ডনা  িা এুাযনাড িয । এছা়িাও জযগুব  চুাপ্টা এ ইবড জসগুব য  োি স্পি না 

থাকয ও এ ইবড’র একটি িাবম ডনা  খাযিা থাযক যা জিযখ জনযগটিভ িাম ডনা  সনাক্ত করা যা । 

                                    

উযো  কযর কাযনকেন বিয  এ  ই বড আর জকান কাে করযি না। িাোযর বিবভন্ন ধরযণর এ  ই বড পাও া যা । খুি কম 

আয া জথযক অযনক জিবে আয া বিয  সেম েজক্তো ী এ  ই বড ও এখন কম িাযম পাও া যা । 

LED- এর বযবহার: 

• বিবভন্ন ইয কট্রবনক্স বমিাযর এ  ই বড িুিহার করা হ । 

• বিবভন্ন বডজেিা  বমিাযর 

• অবডও বসযেযম 

• অবডও এনা াইোযর 

• মবনিযরর িুাক াইি বহযসযি 

• বিবভন্ন ইয কট্রবনক্স বডভাইযস ইজন্ডযকির বহযসযি 

• জসযভন জসগযমন্ট বডসযপ্লয  

• বরযমাি কযরা  ট্রান্সবমিার িা বরবসভাযর 

• বিবভন্ন আ ফা বনউযমবরক বডসযপ্ল জ । 



োইট ইতমটটং ডায াড বযবহাযর সযতবধা ও অসযতবধা: 

সযতবধা 

• এর পাও ার খরচ অযনক কম হয  থাযক। 

•  াইি ইবমটিিং ডায াড আকাযর জছাি এিিং ওেযন হা কা হয  থাযক। 

• অল্প বিিুুৎ খরচ হ  এিিং আধুবনক LED  াইযি কম এনাজেড খরচ কযর জিবে আয া পাও া যা । 

• খুি জিবে বহি জেনাযরি কযর না 

• এটি একটি িীঘ ডেীবি বডভাইস 

অসযতবধা 

• এিার ফরও াডড জরজেেুান্স জিবে যার কারযন জরবক্টফা ার বহযসযি িুিহার করা যা  না। 

এে ই তড বযবহাযরর সিকযিা: 

• এ  ই বড অিেুই সটঠক জপা াবরটিয   াগায  হযি অথ ডাৎ এযনাযডর সাযথ জসাযস ডর পযেটিভ এিিং কুাযথাযডর 

জসাযস ডর গ্রাউন্ড িা জনযগটিভ  াগায  হযি। 

• সটঠক জভাযেযে  াগায  হযি। কম িা জিবে হও া যাযি না। 

• জসাল্ডাবরিং করার জেযত্র যায  কযর জিবে  াপ না জিও া হ  জসবিযক নের রাখয  হযি। 

 

 

েযটা ডায াড 

েযটা ডায াড তক : 

ফযিা-ডায াড ি য  এমন এক ধরযণর ডায াড জক জিা া  জয ডায াড আয ার প্রব ফ যন কাে কযর। জযমন- ফযিা 

ডায াযডর উপর পবরমাণ ম  আয াক রজি প়িয   খন  ার বভ র বিয  জভাযেে প্রিাবহ  হয  পাযর। অন্ধ কাযর 

ডায াড এর বভ র বিয  জকান জভাযেে পাস করয  পাযরনা। এর উপর আয া প়িয  ব যকে কাযরন্ট পবরি ডন হয  

থাযক।  া জথযক ক িা ব যকে কাযরন্ট পবরি ডন হযি  া বনভডর কযর  ার উপর পব   আয ার উপর। 

                                   

েযটা ডায াড কাযক বযে : 

ফযিা-ডায াড হয া এমন এক ধরযনর ডায াড যার উপর আয াক রজি প়িয  এিা কাে কযর এিিং এর মযধু বিয  

বিিুুৎ জভযেে প্রিাবহ  হয  থাযক। জমািকথা একটি োিংেন ডায াডযক যখন স্বল্প আিরযণর মযধু রাখা হ   খন 

 াযক ফযিা ডায াড িয । জেনার ডায াযডর ম  ফযিা ডায াড বরভডাস িা াযস অিিান কযর। যার মান আয ার 

পব ফ যন পবরি ডন হ । 

                                          

 

 



েযটা ডায াড এর কাে : 

ফযিা-ডায াড বিবভন্ন ইয কট্রবনক্স যযে িা বডভাইযস িুিহার করা হয  থাযক। জযমন- আগুন িা ফা ার এ াম ড, জচার 

ধরার বিবভন্ন বডভাইযস, কম্পম্পউিার যযে, আয ার উপবিব  বনন ড ক যযে ই ুাবি অযনক যযে ফযিা ডায াড িহু িুিহার 

করা হয  থাযক। 

                                

  Photodiode 

Definition: Photodiode is a two terminal electronic device which, when exposed to light the 

current starts flowing in the diode. It is operated in reverse biased mode only. It converts light 

energy into electrical energy. When the ordinary diode is reverse biased the reverse current 

starts increasing with reverse voltage the same can be applied to the photodiode. 

But in the case of photodiode the current can flow without application of reverse voltage, the 

P-N junction of the photodiode is illuminated by light and light energy dislodge valence 

electrons and the diode starts conducting. 

Construction of Photodiode: 

The photodiode is made up of two layers of P-type and N-type semiconductor. In this, the P-

type material is formed from diffusion of the lightly doped P-type substrate. Thus, the layer 

of P+ ions is formed due to the diffusion process. And N-type epitaxial layer is grown on N-

type substrate. The P+ diffusion layer is developed on N-type heavily doped epitaxial layer. 

The contacts are made up of metals to form two terminal cathode and anode. 

                                    

The front area of the diode is divided into two types that are active surface and non-active 

surface. The non-active surface is made up of SiO2 (Silicon di Oxide) and the active surface 

is coated with anti-reflection material. The active surface is called so because the light rays 

are incident on it. 

While on the non-active surface the light rays do not strike. The active layer is coated with 

anti-reflection material so that the light energy is not lost and the maximum of it can be 

converted into current. The entire unit has dimensions of the order of 2.5 mm. 

Working Principle of Photodiode: 

When the conventional diode is reverse biased, the depletion region starts expanding and the 

current starts flowing due to minority charge carriers. With the increase of reverse voltage, 

the reverse current also starts increasing. The same condition can be obtained in Photodiode 

without applying reverse voltage. 



                                     

The junction of Photodiode is illuminated by the light source, the photons strike the junction 

surface. The photons impart their energy in the form of light to the junction. Due to which 

electrons from valence band get the energy to jump into the conduction band and contribute 

to current. In this way, the photodiode converts light energy into electrical energy. 

                                     

The current which flows in photodiode before light rays are incident on it is called dark 

current. As leakage current flows in the conventional diode, similarly the dark current flows 

in the photodiode. 

Modes of Operation of Photodiode: 

It operates in two modes that are Photo-conductive and Photo-voltaic. 

Photo-Conductive: When the Photo diode operates in reverse biased mode it is called 

Photoconductive mode. In this, the current flowing in diode varies linearly with the intensity 

of light incident on it. In order to turn-off the diode, it should be provided with forward 

voltage. 

Photo-Voltaic: When the diode is operated without reverse biased it is said to be operated in 

photovoltaic mode. When the reverse biased is removed, the charge carriers are swept across 

the junction. The barrier potential is negative on N-side and positive on P-side. 

When an external circuit is connected to photodiode after removal of reverse biasing, the 

minority carriers in both P, as well as N-region, return to their original region. It means the 

electrons which crossed the junction from N-type to P-type again move to N-side with the 

help of external circuit. 

And the holes which crossed the junction and moved from P-type to N-type during junction 

fabrication will now again move to P-side with the help of external circuit. 



Thus, the electrons can now flow out from N-type and holes can flow out from P-type thus in 

this condition they behave as voltage cell having N-type as the negative terminal and P-type 

as a positive terminal. Thus, the photodiode can be used as a photoconductive device or a 

photovoltaic device. 

V-I Characteristics of Photodiode: 

The characteristics curve of the photodiode can be understood with the help of the below 

diagram. The characteristics are shown in the negative region because the photodiode can be 

operated in reverse biased mode only. 

                            

The reverse saturation current in the photodiode is denoted by I0.  It varies linearly with the 

intensity of photons striking the diode surface. The current under large reverse bias is the 

summation of reverse saturation current and short circuit current. 

                          I = Isc + I0 (1 – eV/ɳVt) 

 

Where Isc is the short circuit current, V is positive for forward voltage and negative for reverse 

bias, Vt is volt equivalent for temperature, ɳ  is unity for germanium and 2 for silicon. 

Advantages of Photodiodes: 

• The reverse current is low in the tens of microamperes. 

• The rise and fall times in case of photodiodes is very small making it suitable for high-

speed counting and switching applications. 

Disadvantages of Photodiodes: 

Photodiodes have lower light sensitivity than cadmium sulphide LDRs (Light dependent 

resistors), thus the cadmium sulphide LDRs are considered more suitable for some 

applications. 

Applications of Photodiodes: 

• It is used for detection of both visible as well as invisible light rays. 

• Photodiodes are used for the communication system for encoding & demodulation 

purpose. 

• It is also used for digital and logic circuits which require fast switching and high-speed 

operation. 



• These diodes also find application in character recognition techniques and IR remote 

control circuits. 

• Photodiodes are considered as one of the significant optoelectronics devices which is 

extensively used in the optical fibre communication system. 

Key Differences between Diode and Photodiode: 

• The key difference between the diode and photodiode is that diode is the 

semiconductor device which conducts when forward biased applied to it exceeds 

the barrier potential while the photodiode is the devices which conduct when the 

light is incident on it. 

• The biasing mode of the diode and photodiode is also different and contradict each 

other; the diode operates in forward biased mode only while the photodiode 

operated in reversed biased mode only. 

• The materials used for manufacturing diode and photodiode are also different. The 

diode is made up of germanium or silicon while the photodiodes are made up of 

only silicon. 

• The anti-reflective layer is present in photodiodes while diodes do not need it. 

• The reverse current which flows in photodiode varies directly with the intensity 

of illumination while the forward current in diodes varies directly with the forward 

voltage. 

Key Differences Between LED and Photodiode 

• Function: The function of the LED and Photodiode is contrasting. LED emits 

photons due to electron-hole recombination, while Photodiode provides 

energy to electron and holes by exposing itself towards light radiation. 

• Operating Principle: As we have discussed above the operating principle of 

LED and Photodiode is also different. The principle on which LED works is 

called Electro-luminance, i.e. Lumination using Electric charges. While the 

photodiode works on the principle of Photoconduction which means 

conduction using photons. 

• Biasing: LED always operate in forward biased mode, it cannot be operated in 

a reversed mode as it will destroy it. A photodiode is a device which operated 

in reversed mode only. 

• Conversion form of Energy: LED converts electrical energy into light energy 

and photodiode converts Light energy into electrical energy. 

• Material Used: LED is made up of GaAsP or GaP. Germanium and silicon 

semiconductor are not used in the manufacturing of LED. Photodiodes are 

made up of Germanium and silicon semiconductor. 

 

 

 

 



জসাোর জসে তক? 

জসা ার জস  মূ   একটি ইয ট্রবনক বডভাইে, জযিা সরাসবর সূযয ডর এনাজেডযক ইয বিবসটিয  রূপােবর  

করয  পাযর। এটি কুা কুয ির জথযক শুরু কযর সুাযি াইযির ডানায ও জিখা যা , জসা ার জসয র 

আযরকটি নাম হযচ্ছ জফাযিাযভা িাইক (Photovoltaic) জস  িা বপবভ (PV) —এখাযন ফযিা ি য   াইি এিিং 

জভা িাইক ি য  ইয বিবসটিযক িু াযনা হয যছ। অযনক গুয া জস  দ্বারা একযত্র গটঠ  একটি পুাযকেযক 

জসা ার পুাযন  ি া হ , এখাযন প্রয ুকটি জস  এযক অপযরর সাযথ কাযনযক্টড থাযক। জসা ার জস  

অযনকিা িুািাবরর ময া কাে কযর, বকন্তু িুািাবর জকবমকুা  জথযক ইয বিবসটি উৎপাবি  কযর আর জসা ার 

জস  আয া জথযক ইয বিবসটি উৎপাবি  কযর। 

জফাযিাযভা িাইক জস  সাধারন  এক ধরযনর জসবম কন্ডাক্টর মুাযিবর া  দ্বারা ব বর হ , জযমন- বসব কন। 

যখন সূযয ডর আয া এই জসয র উপর এযস আঘা  কযর, আয া জথযক বকছু অিংে এই জফাযিাযভা িাইক জস  

জোষণ কযর জন । অথ ডাৎ আয া জথযক এনাজেড জোবষ  হয  এই জসবম কন্ডাক্টর মুাযিবর ায  প্রিাবহ  হ , 

এই এনাজেড ইয কট্রনযক আ ািা কযর জি  এিিং মুক্তভাযি চ য  সাহাযু কযর। আমরা  াইি বনয  িবণ ড  

আটিডযক টি জথযক জেযনবছ, আয ার সিচাইয  েুদ্র কবণকা রয যছ, যাযক জফািন ি া হ । অথ ডাৎ সূয ড 

আমাযির চারপাযে সি ডিা জকাটিযকাটি জফািন িবষ ড  করযছ। এখন এই ফযিানযক যবি জফাযিাযভা িাইক 

জসয র উপর জফ া হ  জ া প্রয ুকটি জস  বকছু ইয বিবসটির বকছু জভাে উৎপাবি  করযি। আর পুাযনয  

থাকা অযনক জসয র জভাে যখন একজত্র  হযি, জসিা দ্বারা সহযেই জকান ইয কটট্রক যেযক পাও ার প্রিান 

করা যাযি। 

 

জসাোর জসে কযিাটা দ্ে? 

পিাথ ড বিজ্ঞাযনর জিবসক নীব  অনুসাযর, আমরা জকান েজক্তযক সৃটয িা ধ্বিংস করয  পাবর না—সি বকছু এই 

েগয  আযগ জথযকই বিিুমান রয যছ এিিং আমরা শুধ ুেজক্তর এক রুপ জথযক আযরক রূযপ  াযক পবরিব ড  

করয  পাবর। অথ ডাৎ জসা ার জস  কখযনাই সূয ড জথযক প্রাপ্ত এনাজেডর জচয  জিবে বিিুুৎ কনভািড করয  সেম 

ন । জিবেরভাগ জস  সূয ড জথযক প্রাপ্ত এনাজেডর ১০-২০ ে ািংেই ইয বিবসটিয  কনভািড করয  পাযর। আর 

একটি বসব কন জস  মুাজক্সমাম ৩০ পারযসন্ট পয ডেই এনাজেড কনভািড করয  পাযর। জকযনানা সূযয ডর আয ায  

বিবভন্ন  রযের জফািন থাযক, বকন্তু জফাযিাযভা িাইক জস  মাত্র বনবিডয  রেযক কুাচ করয  পাযর এিিং  ার 

উপর কাে করয  পাযর। আর িাবক এনাজেড িুকু কাযে  াযগ না িা নয হয  যা । আেযকর সিচাইয  

অ ুাধুবনক জস  ৪৫% পয ডে ইয বিবসটি কনভািড করয  পাযর। 

ি ডমান জেনাযরেন জ যিে জস  আযগর বদ্ব ী  এিিং প্রথম জেনাযরেন জথযক অযনক জিবে উন্ন । এটি 

৩০% এর উপর পাও ার কনভািড করয  সেম সাযথ এয  খরচও অযনক কম পয়ি। 

 

প্রয াগ্ সমূহিঃ 

জসৌর জকাষ (SOLAR CELL) গুয াযক মায  মায  বিিুুব কভাযি সিংযুক্ত করা হ  এিিং একটি MODULE 

বহযসযি একিা কুাপসুয  িি করা হ  । 'PHOTO-VOLTAIC' মবডউয  প্রা ই একটি গ্লাযসর িুকরা থাযক 

সম্মুখ বিযক (জযখাযন সূযয ডর আয া প়িযি), যা আয াযক জযয  জি  অধ ডপবরিাহী (SEMI-CONDUCTOR) 

ওয ফারযক ে প্রাপ্ত হও া জথযক রো করয  এিিং িা াস, িৃটয,বে ািৃটযর প্রভাি জথযক মুজক্ত জপয । জসৌর 

জকাষগুয াযক (SOLAR-CELL) সাধারণ  বসবরে (SERIES) এিিং সমােরা ভাযি (PARALLEL) মবডউয  যুক্ত 

করা হ , একটি অব বরক্ত বিভি সৃটয কযর।সমােরায  PARALLEL) সিংযযাগকৃ  জকাযষ উচ্চমাত্রার বিিুু  

থাযক। MODULE গুয া  খন পরস্পযরর সাযথ সিংযুক্ত থাযক বসবরে িা সমােরায  িা উভ  প্রকাযর , 

আকািংবখ  েীষ ড বডবস বিভি এিিং বিিুু  প্রিাযহর সযে একিা সজ্জা সৃটয করয  । 

িুিহাবরক ভাযি সূয ড জথযক প্রাপ্ত েজক্তযক গ্রীড (GRID) সিংযুক্ত INVERTER মাধুযম বিিুুব ক গ্রীযড যুক্ত করা 

হ ; একটি একক িুিিায  BATTERY িুিহার করা হ  েজক্তযক েবময  রাখার েনু, যা সাযথ সাযথ প্রয ােন 

হ  না। িহনযযাগু যেযক RECHARGE করার জেযত্র জসৌরেজক্তযক িুিহার করা জযয  পাযর । 

 

 



িত্ত্ব: 

জসৌর জকাষ ব নটি ধাযপ কাে কযর: 

• সূযয ডর আয ার জফািন জসা ার পুাযন যক আঘা  কযর এিিং  া অধ ডপবরিাহী পিাযথ ডর মাধুযম 

জোবষ  হ  জযমন- বসব কন। 

• ইয কট্রন (ঋণাত্নকভাযি চাজেড )  াযির পরমাণু জথযক জিবরয  যা , যা সারা পিাযথ ড প্রিাবহ  হয  

থাযক বিিুু  উৎপন্ন করার েনু।বিযেষ সজ্জার জসৌর জকাযষ, ইয কট্রনযক একটি বনবিডয বিযক 

জযয  জিও া হ । 

• জসৌর জকাযষর একটি সজ্জা রূপাের কযর জসৌরেজক্তযক িুিহার জযাগু পবরমাযণর বডবস বিিুুয । 

 

জসাোর জসে (SOLAR CELL) ও জসাোর পযাযনে / মতডউে (SOLAR MODULE) কী? 

                                          

জসা ার পুাযন  িা Solar Module এমন একটি উপািান বিয  ব বর, যার উপর আয া প়িয ই এর জথযক 

বিিুুৎ েজক্ত বনগ ড  হয  শুরু কযর। অথ ডাৎ Solar Cell ''আয াক'' েজক্তযক ''বিিুুৎ'' েজক্তয  রুপাের কযর। 

েুদ্র েুদ্র Solar Cell এর সমন্ম  কযর Solar Module ব রী হ । ক  া গুাস ও অনুানু জ্বা ানীর সমাবপ্ত যে 

বিকল্প েজক্তর উৎস হ  জসৌর েজক্ত। যা- Solar Panel এর মাধুযম পাও া সম্ভি। ১ টি Solar Panel ২০-৩০ 

িছর সম  ধযর বিিুুৎ েজক্ত সরিরাহ করয  পাযর। 

Solar Module কয ক িগ ড বমব বমিার হয  কয ক িগ ডবমিার পয ডে ব রী করা হয  থাযক। এর একবিযক 

কায া িা িািামী িযন ডর ফযিাযস  এিিং  ার উপর কাোঁচ বিয  চারপাযে এ ুবমবন াযমর জেযম িাধাই করা হ । 

বমব বমিার িা জসবন্টবমিার আকৃব র পুাযন গুয ায  জেম িুাব   ব বর হ । 

কুা কুয ির ও হা  ঘব়িয  কাযচর ম  িািামী িযন ডর েুদ্র েুদ্র Solar Cell জিখা যা । এই জছাি আকৃব র 

জস  গু যক একজত্র  কযর ি়ি আকৃব র জসা ার পুাযন  ব রী করা হ । Solar Module আকৃব  য  জিেী 

ি়ি হযি এর বিিুুৎ প্রিাযনর েম াও    জিেী হযি। 

সাধারন , জসৌর পুাযন  এর বহসাি করা হ  ও াি (Watt) ও জভাে (Volt) এর বহসাযি। আর চাজেডিং এর বহসাি 

করা হ  এম্পম্প ার (Ampere) এর বহসাযি। বভন্ন বভন্ন জভাে আর ও াযির Solar Panel হয  পাযর। েুদ্রাকৃব র 

পুাযন গুয া হ  খিুই কম জভাযের আর এযির ও াি হ  খুি সামানু। জযমনঃ কুা কুয ির, হা  ঘব়ি 

ই ুাবির জসা ার জস । 

Standard Panel 5 ও াি জথযক শুরু কযর 300 WATT পয ডে ব রী হযচ্ছ। প্রয ােন অনুযা ী একাবধক 

মবডউ  পাোপাবে িবসয  Series অথিা Parallel  সিংযযাগ বিয  Volt & Ampere িা়িাযনা হ । 

 

এখন প্রশ্ন হযো- এই আযোকিতিৎ জকাষ তক পতরমাণ জসৌরশজি জশাষণ করযি পাযর? 

 িুঃখেনক হয ও ইহা স ু জয, জিবেরভাগ জকাষ জমাি জসৌরেজক্তর ে করা মাত্র ২৫ ভাগ জোষণ করয  

পাযর। 



সূযয ডর আয ায  বিবভন্ন  রেদিযঘ ডুর আয া রয যছ যাযির জফািযনর েজক্তও বভন্ন বভন্ন। জযযহ ু জসৌরযকাযষর 

উপর আপব   আয ার জফািযনর েজক্ত বিবভন্ন,  াই ইয িন-জহা যুগ  সৃটয করার ম  পয ডাপ্ত েজক্ত সক  

জফািযনর থাযকনা। জয আয া  ইয িন-জহা যুগ  সৃটযয  িুথ ড হ , জসই আয া জসৌরযকাষযক অব ক্রম কযর 

চয  যা । জকি মাত্র একটি বনবিডয পবরমাণ েজক্তর জচয  জিবে পবরমাণ েজক্ত থাকয ই জসই জফািন 

ইয িনযক মুক্ত করয  পাযর। স্ফটিকাকার বসব কযনর েনু এই েজক্তর মান হয া 1.1eV (ইয িন জভাে)। 

েজক্তর এই মানযক আমরা Band gap energy িব । জকান জফািযনর যবি এই েজক্তর চাইয  জিবে পবরমাণ 

েজক্ত থাযক  যি উিিৃত্ত েজক্ত নয হয  যা ।এভাযি জসৌরেজক্তর ে করা প্রা  ৭০ ভাগ নয হয  যা । 

এখন প্রশ্ন হয া জয,আরও জিবে জফািনযক কাযে  াগাযনার েনু জকন আমরা আরও কম band gap energy 

বিবেয পিাথ ড িুিহার কবরনা? িুভডাগুেনক হয ও স ু জয, band gap energy-ই সৃয  ব়িৎযেযত্রর েজক্ত 

বনযিডে কযর। অথ ডাৎ কম band gap energy বিবেয পিাযথ ডর দ্বারা সৃয জকাযষ বিভি পাথ ডযকুর মান নগণু 

হযি, যা গ্রহণযযাগু ন । জমািামুটিভাযি 1.4eV েজক্তযক জসৌরযকাযষর েনু আিে ড মান বহযসযি গ্রহণ করা 

হ । 

জসৌরযকাযষ জফািযনর েজক্ত সিংক্রাে অপচ  ছা়িাও আরও বকছু অপচ  রয যছ। ইয িনগুয া জকাযষর 

িাইযরর সিংযযাগ বিয  প্রিাবহ  হ । জকাযষর বনযচর অিংে ভা   ব়িৎপবরিাবহ ার েনু ধা ি পিাথ ড বিয  

মুয়ি জি া হ । বকন্তু উপযরর অিংেও যবি পূণ ডভাযি জেযক জি া হ ,  যি জফািন অস্বচ্ছ  ব়িৎপবরিাহী পিাথ ড 

বিয  জযয  পারযি না এিিং  ব়িৎপ্রিাহ িন্ধ হয  যাযি।  াই বকছুযেযত্র স্বচ্ছ  ব়িৎপবরিাহী পিাথ ড িুিহার 

করা হ । যবি আমরা ধা ি সিংযযাগ শুধুমাত্র িুই পাযে জিই  যি সিংযযাগিয  জপৌৌঁছািার েনু 

ইয িনগুয াযক জিে খাবনকিা পথ অব ক্রম করয  হযি। জযযহ ু বসব কযনর জরাধ জিবে এিিং ইহা ধা ুর 

ম  ভা   ব়িৎপবরিাহী ন  জসযহ ু ইহার মধু বিয  জিেখাবনকিা পথ অব ক্রম করা ইয িযনর েনু কটঠন 

হযি। ফয  অপচ  জিয়ি যাযি। এই অপচ  কমািার েনু ধা ি grid দ্বারা জকাষগুয াযক মুয়ি জিও া হ । 

ফয  ইয িনগুয াযক আর অবধক পথ অব ক্রম করয  হ না। 

আরও একটি সমসুা রয যছ।  া হয া- বসব কন হয া একটি উজ্জ্ব  পিাথ ড। ফয  এয  আপব   জফািযনর 

অযনকািংে প্রব ফব   হয  বফযর যা । এই কারযণ জকাষটির উপযরর অিংে অপ্রব ফ ক পিাথ ড বিয  জেযক 

জিও া হ ।পবরযেযষ জকাষগুয াযক কাোঁযচর ব বর োকনা বিয  জেযক জি া হ  জযন জকাষ অনুযকান পিাযথ ডর 

সিংস্পযে ড আসয  না পাযর। উযেখযযাগু পবরমাণ বিভি এিিং বিিুুৎ পািার েনু জিে বকছু জকাষ (সাধারণ  

৩৬টি) প্রয ােন অনুযা ী সিংযুক্ত কযর PV module ব বর করা হ ।  ারপর কাোঁযচর োকনা বিয  পুযরা 

module টিযক জেযক জিও া হ । 

জসাোর জসে এর বযবহারিঃিঃ  

▪ ঘরিাব়ি, জিাকানপাি, অবফস ই ুাবি আয াবক  করা 

▪ জরবডও, কুাযসি, টিবভ চা াযনা। 

▪ জছাি ফুান চা াযনা। 

▪ কম্পম্পউিার চা াযনা। 

▪ জস ু ার জফান চা াযনা। 

জসৌর তবদ্যযযির সযতবধািঃ 

▪  বনেস্ব বিিুুৎ িুিিার মাব ক হও া যা । 

▪ জকান বিিুুৎ বি  বিয  হ  না। 

▪ ২০ িছর িাব ে থাযক। 

▪ জকান প্রকার জ াডযেবডিং জনই। 

▪ জকান জ্বা াবন খরচ জনই। 

▪ পবরযিে ভায া থাযক। 

▪ জিযের জযযকাযনা িাযন এযক িাপন করা যা । 

 

 

 

 



What is a Solar Cell? 

A solar cell (also known as a photovoltaic cell or PV cell) is defined as an electrical device that 

converts light energy into electrical energy through the photovoltaic effect. A solar cell is 

basically a p-n junction diode. Solar cells are a form of photoelectric cell, defined as a device 

whose electrical characteristics – such as current, voltage, or resistance – vary when exposed 

to light. 

 

Individual solar cells can be combined to form modules commonly known as solar panels. The 

common single junction silicon solar cell can produce a maximum open-circuit voltage of 

approximately 0.5 to 0.6 volts. By itself this isn’t much – but remember these solar cells are 

tiny. When combined into a large solar panel, considerable amounts of renewable energy can 

be generated. 

Construction of Solar Cell: 

A solar cell is basically a junction diode, although its construction it is little bit different from 

conventional p-n junction diodes. A very thin layer of p-type semiconductor is grown on a 

relatively thicker n-type semiconductor. We then apply a few finer electrodes on the top of the 

p-type semiconductor layer. 

These electrodes do not obstruct light to reach the thin p-type layer. Just below the p-type layer 

there is a p-n junction. We also provide a current collecting electrode at the bottom of the n-

type layer. We encapsulate the entire assembly by thin glass to protect the solar cell from any 

mechanical shock. 

                                     

Working Principle of Solar Cell: 

When light reaches the p-n junction, the light photons can easily enter in the junction, through 

very thin p-type layer. The light energy, in the form of photons, supplies sufficient energy to 

the junction to create a number of electron-hole pairs. The incident light breaks the thermal 

equilibrium condition of the junction. The free electrons in the depletion region can quickly 

come to the n-type side of the junction. 

Similarly, the holes in the depletion can quickly come to the p-type side of the junction. Once, 

the newly created free electrons come to the n-type side, cannot further cross the junction 

because of barrier potential of the junction. 



Similarly, the newly created holes once come to the p-type side cannot further cross the junction 

became of same barrier potential of the junction. As the concentration of electrons becomes 

higher in one side, i.e. n-type side of the junction and concentration of holes becomes more in 

another side, i.e. the p-type side of the junction, the p-n junction will behave like a small battery 

cell. A voltage is set up which is known as photo voltage. If we connect a small load across the 

junction, there will be a tiny current flowing through it. 

V-I Characteristics of a Photovoltaic Cell: 

                                

Materials Used in Solar Cell: 

The materials which are used for this purpose must have band gap close to 1.5ev. Commonly 

used materials are-  

• Silicon 

• GaAs 

• CdTe 

• CuInSe2. 

Criteria for Materials to be Used in Solar Cell: 

• Must have band gap from 1ev to 1.8ev. 

• It must have high optical absorption. 

• It must have high electrical conductivity. 

• The raw material must be available in abundance and the cost of the material must be 

low. 

Advantages of Solar Cell: 

• A solar plant is basically a re-newable power source. Hence it is not harmful to the 

environment. 

• It is very easy to operate compare to other power sources of re-newable type. 

• It does not produce any noise as it does not have any moving parts. 

• It does not generate emissions or radiations. 

• It does not require fuels or water to produce electricity. 

• Solar cells have longer life, about 30 years. 

• PV cells operate in cloudy weather conditions also. 



• It is very cost effective. 

• it needs less capital investment. 

• It is easy to maintain and it requires lower maintenance. 

• Solar cell-based plant is based on modular architecture and hence it can be used as small 

size power source as well as large size power source. 

 Drawbacks or Disadvantages of Solar Cell: 

Following are the drawbacks or disadvantages of Solar Cell: 

• It can not be used in absence of the light from any source. 

• It incurs very high initial cost for installation. 

• During cloudy weather, less power is being generated. 

• Very large geographical area is needed in order to deploy solar panels or cells. 

• Off grid applications require energy storage. 

• Photo-Voltaic solar cells generate direct current (DC). It requires DC appliances or 

inverters (to convert DC to AC) for use with solar cell based plants. 

• It has low efficiency. 

Uses of Solar Generation Systems: 

• It may be used to charge batteries. 

• Used in light meters. 

• It is used to power calculators and wrist watches. 

• It can be used in spacecraft to provide electrical energy. 

 

 


